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１．概要（Summary） 

我々は、表面処理をした PET フィルム上に酸化シリコ

ン層を成膜させることを検討している。 

半導体分野においては、酸化シリコン絶縁膜材料とし

て、良好なステップカバレジが得られ易い[1]ことから、テト

ラエトキシシラン(TEOS）が用いられることが多い[2,3]。ま

た、TEOSは自然発火性もなく、安全に扱うことができる。 

そこで、我々は、TEOS を原料としたプラズマ CVD 法

により表面処理をしたPETフィルム上への酸化シリコン層

の成膜を行った。 

  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD装置（TEOS/SiO2） 

 

【実験方法】 

50 μm厚 PET フィルムに 3 種類の表面処理を行い、

基材(Sample A、Sample B、Sample C)を準備した。

TEOS を原料としたプラズマ CVD 法により、基材上に酸

化シリコンを 100、500、900 nm と成膜させた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成膜したサンプルの外観写真を Figure 1 に示す。外

観上は透明で、表面ムラや膜剥がれ等の問題は無く、膜

厚も狙い通りであることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Pictures of Silicon Oxide on base films by 

Plasma-assisted Chemical Vapor Deposition (CVD) 

using tetraethyl orthosilicate (TEOS) . 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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and W. L. Engl, IEEE Trans. Electron Devices, 
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